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Керамика на основе ВаТіОз при гетеровалентном допировании 
представляет собой полупроводниковый материал, который в об ли 
сти температур перехода сегнетоэлектрической фазы в параэлектріг 
ческую может обладать позисторным эффектом.

Исследована возможность получения полупроводниковой, в том ми 
еле и позистороной керамики на основе ВаТіОз с использованием 
электронно-лучевой обработки в вакууме. Образцы, помещенные в 
графитовый тигель, нагревались электронным лучом до температур 
ры ~2000°С, выдерживались от 1 до 10 минут. При такой обработки 
формирование полупроводниковой фазы ВаТіОз из спрессованной сме 
си ВаСОз и ТЮ2 происходит за 1 минуту.

Продолжительность времени электронно-лучевой обработки оказы 
вает влияние на электрофизические свойства получаемых материв 
лов: например, синтезированная полупроводниковая керамика ВаТіОд 
с примесями Sr и Мп обладает отрицательным температурным коэф 
фициентом сопротивления в интервале температур 20-150°С, и при 
изменении времени обработки от 2 до 8 минут изменяет сопротивле 
ние от 2,5 до 27% на градус. В случае применения к синтезированным 
образцам дополнительного отжига в воздушной атмосфере можно по 
лучать позисторную керамику с ПТКС от 1 до 103% на градус варью 
руя режимом термообработки и составом керамики.
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В последнее время в химии твердого тела широкое распростране­
ние получили препаративные методы синтеза многокомпонентных ок­
сидных материалов, основанные на синтезе высокогомогенных прекур-
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